1.3 Jungao p-n: O diodo real
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Regido de deplecdo

T,
ons

Corrente de Difuséao (I,): movimento dos portadores através da jungéo
buscando equilibrar suas concentracdes no material p-n.

g

Regido de Deplecao: formada por ions criados pela difusao dos
portadores ao longo da jungéo.




Barreira de Potencial: resulta do campo elétrico criado & medida que a
regido de deplecéo se expande.

Potencial

VSI@300K ~ 0 7V
VGe@300K ~ 0,3V
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Regido de deplecédo

Corrente de Deriva (l5): devida aos portadores minoritarios atraidos
pelo campo elétrico da regido de deplecéo.
I, depende da T e drea da jungdo — fator de escala
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Equilibrio em circuito aberto: I,=1I




Polarizacéo Direta (v, > 0)
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Polarizacdo Reversa (v, < 0)
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Polarizacéo Reversa -> Regido de Ruptura Zener (v, <-V,)

« Efeito Zener: p/ V, <5V
« Efeito Avalanche: p/ V, > 7V

ndo é, necessariamente, destrutivo

O diodo real
Equacéo caracteristica:

Curva caracteristica:

v

yi i=lgle™ -1
;_ﬁ_; onde:
R
: ‘T k =1,38.10 % 3 (cte. de Boltzmann )
- - V; =—— = :q=16.100"C (carga do elétron)
a T —temperatur a absoluta (K)
V; @300K = 25mV

n~1p/ClL
I<n<2 = .
n =~ 2 p/ comp. discreto




Reg. Pol. Direta

Vi (escala comprimida)

Regido de Polarizagéo Direta (v>0)
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i=lg.e (pois i >> 1)
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Reg. Ruptura
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Curva caracteristica - Si
(com escala modificada)
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Regido de Polarizagdo Reversa (v<0)
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